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Exercice 1  (8 points : 1 + 3 + 3 +1) 

1. Expression de 𝜃 quand 𝑡 → ∞. 

lim
௧→ஶ

𝐾𝑃

1 + 𝐾𝑃
(1 − 𝑒𝑥𝑝[−𝑘ௗ௘௦(1 + 𝐾𝑃)𝑡]) =

𝑲𝑷

𝟏 + 𝑲𝑷
 

2. a).𝜃 =
௄௉

ଵା௄௉
(1 − 𝑒𝑥𝑝[−𝑘ௗ௘௦(1 + 𝐾𝑃)𝑡]) =

௞ೌ೏ೞ ௞೏೐ೞ⁄

ଵା௞ೌ೏ೞ ௞೏೐ೞ⁄
(1 − 𝑒𝑥𝑝[−𝑘ௗ௘௦(1 + 𝑘௔ௗ௦ 𝑘ௗ௘௦⁄ )𝑡])  

𝜃 =
ଵ

ଵା௞೏೐ೞ ௞ೌ೏ೞ⁄
(1 − 𝑒𝑥𝑝[(−𝑘ௗ௘௦ − 𝑘௔ௗ௦)𝑡]);  𝐥𝐢𝐦

𝒌𝒅𝒆𝒔→ஶ
𝜽 = 𝟎 

Donc quand 𝑘ௗ௘௦ → ∞, le taux de recouvrement 𝜃 s’annule. 

b). Cela signifie que le phénomène de désorption de surface est beaucoup plus important que le phénomène 

d’adsorption : la couche atomique à la surface ne peut pas se former parce que les atomes n’arrivent pas à 

s’adsorber. 

3. a). 𝜃 =
ଵ

ଵା௞೏೐ೞ ௞ೌ೏ೞ⁄
(1 − 𝑒𝑥𝑝[(−𝑘ௗ௘௦ − 𝑘௔ௗ௦)𝑡])  𝐥𝐢𝐦

𝒌𝒂𝒅𝒔→ஶ
𝜽 = 𝟏. 

b). C’est l’effet inverse qui se produit maintenant : le phénomène d’adsorption à la surface devient beaucoup 

plus important que le phénomène de désorption. : la couche atomique à la surface se forme alors rapidement ; tous 

les sites d’adsorption sont occupés, ce qui se traduit par 𝜃 = 1. 

4. Le produit 𝐾𝑃 étant sans unité, 𝑲 a donc la dimension de l’inverse d’une pression et peut s’exprimer en 

(Pascals)-1. 

Exercice 2  (12 points : 3 + 4 + 3 + 2) 

1. Au milieu du substrat (x = 0); dans ce cas  = = 0° et r = H : 𝑀௦
ᇱ(0) =

ெ೐

గுమ = 𝜌஼௨ × 1 × 𝑑଴ ; 𝒅𝟎 =
𝑴𝒆

𝝅𝝆𝑪𝒖𝑯𝟐. 

2. Au bord du substrat (x = D/2); 𝑟 = ට𝐻ଶ +
஽మ

ସ
 et 𝑐𝑜𝑠𝜃 = 𝑐𝑜𝑠𝜙 =

ு

ටுమା
ವమ

ర

 

𝑀௦
ᇱ(𝐷/2) =

ெ೐

గ(ுమା஽మ ସ⁄ )

ுమ

(ுమା஽మ ସ⁄ )
=

ெ೐ுమ

గ(ுమା஽మ ସ⁄ )మ = 𝜌஼௨ × 1 × 𝑑௕ ;  𝒅𝒃 =
𝑴𝒆𝑯𝟐

𝝅𝝆𝑪𝒖(𝑯𝟐ା𝑫𝟐 𝟒⁄ )𝟐. 

3. 
ெೞ

ᇲ(஽/ଶ)

ெೞ
ᇲ(଴)

=

ಾ೐ಹమ

ഏ൫ಹమశವమ ర⁄ ൯
మ

ಾ೐
ഏಹమ

=
ுర

(ுమା஽మ ସ⁄ )మ =
𝟏

൬𝟏ା
𝑫𝟐

𝟒𝑯𝟐൰
𝟐 

4. 
𝑴𝒔

ᇲ (𝑫/𝟐)

𝑴𝒔
ᇲ (𝟎)

=
𝒅𝒃

𝒅𝟎
= 𝑹 


